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(Self -aligned Terraced Ga te) 構造と名付けたMOSFETを提案し，そのプロセス的特長，試作し
た素子の特性について述べている。
第 4 章では，二次元解析により， STG構造のレイアウトの素子特性に対する影響，接合部での電界
集中を緩和する field -plate構造を解析した結果を述べている。
第 5 章では，素子の高集積化，低損失化のために基板に垂直の溝を形成した RM 0 S ( Rectangular 
grooved M 0 S )と名付けた構造を提案し，溝形成のためのドライエッチング技術と実験的な試作結果
について述べ，更に，深い溝形成によるオン抵抗低下の効果について言及している。
第 6 章では， RMOS構造の一層の高集積化のために一連の製作プロセスを自己整合的に行う技術に
ついて述べている。
















(4) 基板にドライエッチングを用いて垂直な、溝を形成し その側面をチャネルとして用いる RMOS と
呼ぶ構造を提案し，従来の電力用MOSFET と比べて， 4 倍以上集積密度が高く，更に，完全自己整
合フ。ロセスを用いた場合には約 8 倍の高集積化が可能となり，最大限の低イオン抵抗化が計れること明
らかにしている。
(5) RMO S構造を伝導度変調型MOSFETに適用し同素子がラッチング電流レベルの向上に有用
であることを明らかにし，更に，底部pn接合を短絡した場合には，小数キャリアの注入が抑制され，ス
イッチング時間を%に低下できることを明らかにしている。
以上のように，本論文は電力用短チャネノレMOSFETの設計方法を明確にし，高速化と低損失化の
ために新たな素子の構造を提案することで，パワーエレクトロニクスの分野の進展に対して大きな貢献
をもたらした。よって本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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